Az elsé szilicium-galllumarzenid monolit integrdlt &ramkér

A szlliclum napjalnk legfontosabb félvezetd anyaga. A germanl-
um speclalls 1élvezetd eszk6zok alapanyaga lett, alkalmazasa
egyre sz(kiil. avegylletféivezetsk alkalmazasa egyre béviil, el-
sbsorban amlkrohulldmu és optoelektronikal terlileteken. Mal is-
meretelnk szerint azonban itt nem varhaté olyan valtis, mint a
germanium és a szlliclumkodzott lezajlott. A szlliclum gyakorlatl-
lag korlatlanul 4ll rendelkezésiinkre, Igaz, hogy a vegyiiletféive-
zetSket sem korlatozza a sziikséges nyersanyag hlanya, mivel
egyre tébb llyen vegytiletféivezetd hulladékot Ujrafeldolgoznak.
A szlliclum eszk6zok technoléglaja Jelentl a mikroelektronikal
technolégla csucsat, ettdl a galllum arzenid (GaAs) eszkdztech-
nolégla élvonalanak lemaradasa 5-8 évretehetd.Ebbenrészben
az anyagl jellemz&k (pl. mechanlkal szllardsag) llletve a megfe-
lel8 anyagtudomény| Ismeretek hldnya jelentl até nehézséget. A
szerz$ véleménye szerint az emberiség, mint anyagot, a szllicl-
umot ismerl legjobban. A GaAs eszk6ztechnolégla viszonylagos
elmarad4sanak tovabbl oka az, hogy az alacsony hdmérsékleten
(kb. 500° C) bekdvetkezb termlkus bomlas miatt a szlliclum esz-
kéztechnolégla egy sor Iépése nem alkalmazhaté. Tovabbl ne-
hézség az, hogy a GaAs sajat oxIdja maszkolasra nem hasznal-
haté, egyéb dielektrikumok felvitelével pedig mindeddig nem si-
kerlilt megfelel$ hatarréteget elballitanl. (Ez az oka annak, hogy
a GaAs tranzlsztorok és IC alapeleme a tém-félvezetd dtmenet,
s a térvezérlést Itt ennek az atmenetnek a kilritésével oldjak
meg.)

A GaAs mint anyag azonban szamos vonzé fizlkal tulajdonsag-
galrendelkezlk. A szélestlios siv, anagy hatdrsebesség és moz-
gékonysagspecldlls sivszerkezet - tobbek k6z6tt - lehetbvé te-
szlk aszlliclum eszkdzdket esetenként jelentdsen feltimdilé se-
bességértékek elérését. Ezértlenne célszerldegy olyan Integralt
aramkor megvalésitasa, amelynek a bemenetén GaAs elemek
végeznék a gyors funkclékat (pl. frekvenclaosztas), majd a to-
vébbl jelfeldoigozaist az dramkor szlliclumbéblkészitettrésze vé-
gezné. Egy llyen aramkor elvirajzat mutatja az 1. Abra. Ennek so-
ran Sl-hordozéra novesztenék a GaAs-t, aml akétkristaly racsal-
landéjanak kildnbsége miatt nem egyszertifeladat. Egy mosta-
naban megjelent kozlemény (Mikrowellen Magazin 14,No 7, 680
1988) tanusitja, hogy a Texas instruments kutatélaboratériuma-
ban slkerllt egy olyan kolntegriclés eljarast kifejlesztenl, mely
segitségével sikeriilt egy chip feliiletén 76 elembdl 416 gy(ris
oszclllatort I6trehoznl. (ismeretes, hogy 30 évvel ezelbtt J.S.
KILBY az elsd Integralt aramkér megalkotéja Is llyen eszkdzzel
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bizonyitotta be az Integralds lehetdségét. Az igy kifejlesztett
aramkor metszetirajzata 2. Abra szemiélitetl.) Mint Idthaté, a Ga-
Asepltaxias réteget egy 2-3 uum mély "zsebbe" helyezték el, gy
a szelet feliilete sfk maradt, aml a litografla szempontjabdl ked-
vezd. Az eljards nagyszamu technoléglal I6pés Igen megbizha-
16 megvalbsitasat teszl szilkségessé. Az igy elSallitott elemek
j6l hasznalhatéak a gyorsmiikodésil szamitégépekben. A GaAs
alkalmazasa ezekben az aramkorokben két-hiromszoros se-
bességnivekedést tesz lehetévé. Tovabbl eldny, hogy a GaAs
szigetben optoelektronikal elemek Is klalakithatok, melynek se-
gitségével az optlkal kdbeleken megszokott adatatvitell sebes-
ség 10...20-szoroséra novelhets. Az igy kifejlesztett technolé-
glal eljaras tette lehetévé, hogy a GaAs-re jellemzd nagy sebes-
séget és elényds optlkaltulajdonsagalt, anagy elems(ir(iséget és
kis teljesitménytelvételt mutaté szlliclum technlka egyesitsék.

Dr. Mojzes imre
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